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(57) Abstract: A method for operating a semicon- 
ductor memory at a data transmission rate which is 
twice as fast. According to the invention, data read 
access and data write access is divided up into two 
memories. A first memory bank is operated at one 
speed which is offset by a factor of 0.5 in relation 
to the operating speed of the second memory bank 
and the data partial flows are combined at the out- 
put of the two memory banks to form a data flow at 
a frequency which is multiplied by two. 

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum 

Betreiben eines Halbleiterspeichers mit doppelter 
Datenubertragungsrate. ErfindungsgemiiB ist vor- 
gesehen, dass der Datenlese- und -schreibzugriff 
auf zwei Speicher banke aufgeteilt wird, von denen 
eine erste Speicherbank mit einem Takt betrieben 
wird, derum 0,5 Takte gegenUber dem Betriebstakt 
der anderen, zweiten Speicherbank verse ho ben ist, 
und dass Datenteilstrdme am Ausgang der zwei 
Speicherbanke in einen Datenstrom mit doppelter 
Frequenz zusammengefiihrt werden. 
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